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DETECTEUR DE RAYONNEMENT. 



.. . Un detecteur de rayonnements (18) comprend un 
transistor a couches fines (TFT) a grille sup£rieure (28) 
comprenant une Electrode de source (50), une electrode de 
drain (52), une Electrode de grille (62), une couche dielectri- 
que de TFT (64), une couche semi-conductrice de TFT (66), 
et une couche de silicium amorphe (a-Si) intrinsfcque (58). 
Le detecteur de rayonnements comprend aussi un conden- 
sates (68) comprenant une premiere electrode (54), une 
seconde electrode (72) sensiblement coplanaire avec 
reiectrode de grille, et un dielectrique de condensateur (70), 
le dielectrique de condensateur comprenant une couche 
dielectrique de condensateur (74) sensiblement coplanaire 
avec la couche dielectrique de TFT, une couche semi-con- 
ductrice de condensateur (76) sensiblement coplanaire 
avec la couche semi-conductrice de TFT, et une couche 
d'a-Si de condensateur sensiblement coplanaire avec la 
couche d'a-Si de TFT. 
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Roseau d'imagerie et procedS de fabrication de celui-ci 



La presente invention concerne globalement les r6seaux d'imagerie, et 
plus particulierement, les formations de pixels pour les reseaux d'imagerie. 

Les reseaux d'imagerie comprennent habituellement un reseau 
photodetecteur couple a un milieu scintillant. Le rayonnement absorbe" dans le 
scintillateur g^nere des photons optiques qui a leur tour passent dans un 
photodetecteur, comme une photodiode. Le photon est absorbe dans le 
photodetecteur et un signal electrique correspondant a un flux de photons 
incident est genere. Du silicium amorphe hydrogen^ (a-Si:H) est 
habituellement utilise dans la fabrication de photodetecteurs du fait des 
caracteristiques photoelectriques avantageuses de l'a-Si:H et de la facilitd 
relative de fabrication de tels dispositifs. En particulier, des elements 
photosensibles, comme des photodiodes, peuvent 6tre formes en connexion 
avec des elements de commutation ou de commande necessaires, comme des 
transistors a couches minces (TFT), dans un reseau relativement grand. Des 
detecteurs de rayonnement et les reseaux d'affichage sont habituellement 
fabriques sur un grand substrat sur lequel de nombreux composants, 
comprenant des TFT, des lignes d'adressage, des condensateurs, et des 
dispositifs tels que des photodetecteurs, sont formes par le d6pot et le dessin de 
couches de materiaux conducteurs, semi-conducteurs et isolants. 

Au moins un processus de fabrication connu pour un tel reseau de TFT 
comprend la fabrication d'un TFT a grille de fond et de lignes d'adressage de 
balayage et de donnees. Dans quelques grilles de fond de TFT, le metal de 
grille de fond protege une region de canal, c'est a dire agit comme un element 
de blocage de lumiere, bloquant le retour de lumiere. La couche de blocage de 
lumiere est souhaitable puisque des photons peuvent creer des fuites 
indesirables dans le TFT. Par exemple, dans un panneau numenque a rayon X, 
la lumiere est creee par le scintillateur qui est depos£ sur le haut des 
dispositifs, aussi les regions de TFT sont directement exposees aux photons. 
Par consequent, une couche de blocage de lumiere supplementaire, necessitant 
un niveau de photolithographic supplementaire, est done n6cessaire pour 
proteger la region de canal de TFT de la lumiere ind&irable. 
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Dans un aspect de l'invention, un d6tecteur de rayonnements est prevu. 
Le detecteur de rayonnements comprend un transistor & couches minces (TFT) 
a grille superieure comprenant une electrode source, une Electrode de drain, 
5 une electrode de grille, une couche dielectrique de TFT, une couche semi- 
conductrice de TFT, et une couche de silicium amorphe (a-Si) intrins£que. Le 
detecteur de rayonnement comprend aussi un condensateur comprenant une 
premiere electrode, une seconde electrode sensiblement coplanaire avec 
l'electrode de grille, et un dtelectrique de condensateur, le dielectrique de 

10 condensateur comprenant une couche dielectrique de condensateur 
sensiblement coplanaire avec la couche dielectrique de TFT, une couche semi- 
conductrice de condensateur sensiblement coplanaire avec la couche semi- 
conductiice de TFT, et une couche d'a-Si de condensateur sensiblement 
coplanaire avec la couche d'a-Si de TFT. 

15 Dans un autre aspect, un procede pour fabriquer un detecteur de 

rayonnements est propose. Le procede comprend de former un transistor a 
couches minces (TFT) a grille superieure comprenant une Electrode de source, 
une electrode de drain, une Electrode de grille, une couche dielectrique de 
TFT, une couche semi-conductrice de TFT, et une couche d'a-Si, et de former 

20 un condensateur comprenant une premiere electrode, une seconde electrode 
sensiblement coplanaire avec l'electrode de grille, et un dielectrique de 
condensateur, le dielectrique de condensateur comprenant une couche 
dielectrique de condensateur sensiblement coplanaire avec la couche 
dielectrique de TFT, une couche semi-conductrice de condensateur 

25 sensiblement coplanaire avec la couche semi-conductrice de TFT, et une 
couche d'a-Si de condensateur sensiblement coplanaire avec la couche d'a-Si 
de TFT. 

Dans encore un autre aspect, un systeme d'imagerie comprenant une 
source de rayonnements et un d&ecteur de rayonnements est proposd. Le 
30 detecteur de rayonnements comprend un transistor k couches minces (TFT) a 
grille superieure comprenant une electrode de source, une electrode de drain, 
une Electrode de grille, une couche dielectrique de TFT, une couche semi- 
conductrice de TFT, et une couche de silicium amorphe (a-Si) intrinseque. Le 
detecteur de rayonnement comprend aussi un condensateur comprenant une 
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premise electrode, une seconde electrode sensiblement coplanaire avec 
l'electrode de grille, et un dielectrique de condensateur, le dielectrique de 
condensateur comprenant une couche dielectrique de condensateur 
sensiblement coplanaire avec la couche dielectrique de TFT, une couche semi- 
conductrice de condensateur sensiblement coplanaire avec la couche semi- 
conductrice de TFT, et une couche d'a-Si de condensateur sensiblement 
coplanaire avec la couche d'a-Si de TFT. 

Dans encore un autre aspect de l'invention, un proc6de pour fabriquer 
un d&ecteur de rayonnements est propose. Le procede comprend, le fait de 
former une seconde electrode de condensateur et une electrode de grille dans 
une seule etape de processus, de former une couche de dielectrique de 
condensateur et de dielectrique de TFT dans une seule etape de processus, et 
de former une couche semi-conductrice de condensateur et une couche semi- 
conductrice de TFT dans une seule etape de processus. 

La figure 1 est un dessin d'un systeme d'imagerie. 

La figure 2 est une illustration schematique d'un pixel representatif 
dans un reseau de photodetecteurs. 

La figure 3 est une vue en coupe d'une partie d'un pixel d'un detecteur 
de rayonnements. 

La figure 4 est une vue en coupe d'une partie du pixel montree sur la 
figure 3 pendant une etape de fabrication initiale. 

La figure 5 est une vue en coupe d'une partie du pixel montree sur la 
figure 3 pendant une premiere etape de fabrication suivante. 

La figure 6 est une vue en coupe d'une partie du pixel montree sur la 
figure 3 pendant une seconde etape de fabrication suivante. 

La figure 7 est une vue en coupe d'une partie du pixel montree sur la 
figure 3 pendant une troisieme etape de fabrication suivante. 

La figure 8 est une vue en coupe d'une partie du pixel montree sur la 
figure 3 pendant une quatrieme etape de fabrication suivante. 

La figure 9 est une vue en coupe d'une partie du pixel montree sur la 
figure 3 pendant une cinquieme etepe de fabrication suivante. 

La figure 10 est une vue en coupe, d'une variante de mode de 
realisation, d'une partie d'un pixel d'un detecteur de rayonnements. 
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La figure 1 represente un systeme d'imagerie 10. Dans un mode de 
realisation le systeme d'imagerielO est un systeme d'imagerie medical, comme, 
par exemple, un Sennovision 2000D qui est commercialement disponible 
aupres de GE Medical Sytems de General Electric Corporation, Milkauwee, 
Wisconsin, avec le detecteur de rayonnements tel que decrit ci-dessous. Le 
systeme d'imagerie 10 comprend une source de rayonnements 12 qui projette 
un faisceau conique. Dans un mode de realisation, la source de rayonnements 
12 est une source de rayons X, et le faisceau conique est un faisceau de rayons 
X. Le faisceau de rayons X passe a travers un objet 14, c'est a dire un objet a 
imager comme un patient. Le faisceau de rayons X, apres avoir ete attenue par 
l'objet 14, arrive sur un detecteur de rayonnements 16. 

La figure 2 est un detecteur de rayonnements 18 qui peut etre utilise 
avec un systeme d'imagerie 10 (montre sur la figure 1). Le detecteur de 
rayonnements 18 comprend un substrat 20 sur lequel un reseau de pixels 22 
(parfois appele reseau de photodetecteurs) est dispose. Le reseau de 
photodetecteurs 22 comprend une pluralite de composants electroniques, 
comme des condensateurs 24, des photodiodes 26, et des dispositifs de 
commutation 28, comme des TFT. Les TFT 28 sont disposes sur le reseau 22 
pour coupler selectivement un condensateur 24 et une photodiode 26 respectifs 
a une ligne de donnees respective 30. Le reseau de photodetecteurs 22 
comprend aussi une pluralite de lignes de balayage 32 pour adresser une 
pluralite de pixels individuels 34. Les lignes de donnees 30 sont orientees le 
long d'un premier axe 36 du reseau de pixels 22, et les lignes de balayage 32 
sont orientees le long d'un second axe 38 du r6seau de pixels 22. Les premier 
et second axes, 36 et 38, du reseau de pixels 22, sont disposes sensiblement 
perpendiculaires l'un a l'autre. 

Pour faciliter 1'illustration sur la figure 2, seules quelques lignes de 
donnees 30, lignes de balayage 32, et lignes communes 40 sont representees 
s'etendant a travers le reseau de photodetecteurs 22. Les lignes de donnees 30, 
les lignes de balayage 32, et les lignes communes 40 sont agencees en lignes et 
en colonnes de telle maniere que les pixels individuels 34 dans le reseau de 
photodetecteurs 22 sont adressables par une ligne de donnees 30, une ligne de 
balayage 32, et une ligne commune 40. Dans un mode de realisation, les lignes 
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de donnees 30, les lignes de balayage 32, et les lignes communes 40 
comprennent un materiau conducteur, comme du molybdene, du chrome, et/ou 
de raluminium. Les condensateurs 24 sont en contact electriquement avec les 
photodiodes 26, et sont electriquement couples aux lignes de donnees 30 par 
5 l'intermediaire des TFT 28. Les photodiodes 26 comprennent une partie active 
du r6seau 22 qui est sensible aux photons incidents et produit des signaux 
electriques correspondant a une lumiere incidente detectee. Une energie de 
rayons X est convertie en Energie de lumiere visible en passant a travers une 
couche de substance luminescente (non montree), comme de l'iodure de 
10 cesium, qui est disposee pres de la surface des photodiodes 26. Les 
condensateurs 24 stockent une charge geheree dans la photodiode 26 et 
dechargent cette charge stockee a travers le TFT 28 quand la ligne de balayage 
32 est adressee. 

La figure 3 est une vue en coupe d'une partie de pixel 34 formee sur le 
15 substrat 20. Dans un mode de r6alisation typique, toutes les couches semi- 
conductrices et les couches dielectriques decrites ici sont deposees par depot 
chimique en phase vapeur assiste par plasma (PECVD). Le pixel 34 comprend 
une electrode de source 50, une electrode de drain 52, et une premiere 
electrode de condensateur 54 formee a partir d'une premiere couche metallique 
20 56, s'etendant au-dessus d'une surface du substrat 20. La premiere couche 
metallique 56 est formee de telle maniere que l'electrode de drain 52 et la 
ligne de donnees 30 (montree sur la figure 2) sont formees unitairement, et 
l'electrode de source 50, l'electrode de drain 52, et la premiere electrode de 
condensateur 54 sont approximativement d'egale epaisseur. Une couche d'a-Si 
25 intrinseque, dope n, et formee sur et entre les electrodes de source/drain 50, et 
52, et sur et adjacente a la premiere electrode de condensateur 54. Le terme 
"forme" utilise ici comprend les processus de fabrication de chaque composant 
du pixel 34, comprenant, notamment, le dessin, le masquage, le depot, et la 
gravure. 

30 Un bloc de TFT 60 est forme au-dessus de et entre la couche d'a-Si 58 

et sur le substrat 20. Le terme "bloc de TFT" utilise ici Jait reference a une 
electrode de grille de TFT 62 s'etendant au-dessus d'une surface d'une couche 
dielectrique de TFT 64 qui s'etend au-dessus d'une surface d'une couche de 
materiau semi-conducteur de TFT 66, comme du silicium amorphe 
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intrinseque. Dans un mode de realisation, l'electrode de grille 62 est formee 
unitairement avec la ligne de balayage 32 (montree sur la figure 2). Un 
condensateur de stockage 68 comprend une premiere Electrode de 
condensateur de stockage 54, un dielectrique de condensateur 70 et une 
seconde electrode de condensateur 72 s'etendant au-dessus d'une surface d'une 
couche dielectrique de condensateur 74. Dans un mode de realisation, le 
dielectrique de condensateur 70 comprend une couche dielectrique ' de 
condensateur 74 s'etendant au-dessus d'une surface d'une couche de materiau 
semi-conducteur de condensateur 76, comme du silicium amorphe intrinseque, 
s'etendant au-dessus d'une surface d'une couche d'a-Si intrinseque, dopee n, 
dans lequei la couche d'a-Si 58 s'etend au-dessus d'une surface de, et adjacente 
a, la premiere electrode de condensateur 54. Dans une variante de mode de 
realisation, le dielectrique de condensateur 70 comprend une couche 
dielectrique de condensateur 74 s'etendant au-dessus d'une surface d'une 
couche de materiau semi-conducteur 76, comme du silicium amorphe 
intrinseque. 

Un bloc de diode 78 est forme sur la seconde electrode de 
condensateur 72. Dans un mode de realisation, le bloc de diode 78 comprend 
une diode PIN (non montree). La diode PIN comprend une couche de materiau 
p+ deposee sur une couche d'a-Si intrinseque qui est deposee sur une couche 
de materiau n+. Une couche de passivation 80 est formee au-dessus du bloc de 
diode 78 et de parties exposees de l'electrode de grille 62, l'electrode de source 
50, l'electrode de drain 52, la seconde electrode de condensateur 72 et le 
substrat 20. Un trou d'interconnexion commun 82 et un trou ^interconnexion 
de source 84 sont formes de telle maniere que le trou d'interconnexion 
commun 82 est eiectriquement connecte au bloc de diode 78 et le trou 
d'interconnexion de source 84 est eiectriquement connecte a l'electrode de 
source 50 et a la seconde electrode de condensateur 72. 

Les figures 4 et 5 sont des vues en coupe d'une partie du pixel 34 
montree sur la figure 3 pendant respectivement une etape de fabrication initiale 
et une premiere etape de fabrication suivante. Les couches dieiectriques et 
semi-conductrices sont deposees par depdt chimique en phase vapeur assiste 
par plasma (PECVD). 
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Dans un mode de realisation, la premiere couche metallique 56 est 
deposee, en une seule etape de metallisation, sur le substrat 20. pendant la 
metallisation, un materiau m6tallique est depose par pulverisation ou est 
depose par vaporisation d'une fine couche de materiau metallique. En variante 
le materiau metallique est depose autrement que par pulv6risation ou 
vaporisation. La premiere couche metallique 56 peut comprendre, notamment 
de raluminium, du chrome, et/ou du molybdene. La premiere couche 
metallique 56 est dessinee et grav6e pour exposer les electrodes de 
source/drain 50, 52 et la premiere electrode de condensateur 54. Un processus 
de dessin comprend, notamment, le d6p6t de photoresistant, Imposition de 
photoresistant selon un dessin souhaite, et le traitement du photoresistant pour 
en enlever des parties, laissant un masque ayant un dessin souhaite 
correspondant aux dimensions souhait6es. 

Dans un mode de realisation, une couche d'a-Si dopee n 58 est deposee 
sur les electrodes de source/drain 50, 52 et la premiere electrode de 
condensateur 54. La couche d'a-Si dopee n 58 est formee et gravee avant de 
deposer une couche de materiau semi-conducteur d'a-Si sensiblement 
intnnseque 66 (montree sur la figure 3). La couche d'a-Si dopee n 58 renforce 
hnjection d'electrons souhaitable et supprime I'injection de trous indesirable 
dans la couche semi-conductrice 66. Dans un mode de realisation, l'epaisseur 
dune couche d'a-Si 58 se situe entre environ 100 angstroms (A) et 
approximativement 400 A. Dans un autre mode de realisation, la couche d'a-si 
58 a environ une epaisseur de 400 A. Dans encore un autre mode de 
realisation, la couche d'a-si 58 a entre approximativement 200 A et 
approximativement 600 A d'epaisseur. 

Les figures 6 et 7 sont des vues en coupe d'une partie de pixel 34 
montree sur la figure 3 pendant respectivement les seconde et troisieme etapes 
de fabrication suivantes. Une couche de materiau semi-conducteur 90 est 
deposee sur une couche d'a-Si 58. La couche de materiau semi-conducteur 90 
nest pas gravee a ce moment. Dans un mode de realisation, l'epaisseur de la 
couche de materiau semi-conducteur 90 est entre approximativement 100 A et 
approximativement 3000 A. Dans un autre mode de realisation, la couche de 
materiau semi-conducteur 90 a approximativement 500 A d'epaisseur Dans 
encore un autre mode de realisation, la couche de materiau semi-conducteur 90 
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a entre approximativement 300 A et approximativement 700 A d'epaisseur. La 
couche de materiau semi-conducteur 90 peut comprendre, notamment, du 
silicium amorphe intrinseque. 

Une couche dielectrique 92 est deposee sur la couche de materiau 
semi-conducteur 90. La couche dielectrique 92 n'est pas grav6e a ce moment. 
Dans un mode de realisation, l'epaisseur de la couche dielectrique 92 est situee 
entre approximativement 1000 A et approximativement 4000 A. Dans un autre 
mode de realisation, la couche dielectrique 92 a approximativement 2500 A 
d'epaisseur. Dans encore un autre mode de realisation, la couche dielectrique 
92 a entre approximativement 1500 A et approximativement 3500 A 
d'epaisseur. La couche dielectrique 92 peut comprendre, notamment, du SiN. 

Une seconde couche metallique 94 est deposed sur la couche 
dielectrique 92. Dans un mode de realisation, l'6paisseur de la seconde couche 
metallique 94 est situee entre approximativement 500 A et approximativement 
5000 A. Dans un autre mode de realisation, la seconde couche metallique 94 a 
approximativement 2500 A d'epaisseur. Dans encore un autre mode de 
realisation, la seconde couche metallique 94 a entre approximativement 
1500 A et approximativement 3500 A d'epaisseur. La seconde couche 
metallique 94 peut comprendre, notamment, du molybdene, de l'aluminium, 
et/ou du chrome. 

Un bloc de diode 78 est depose sur la seconde electrode de 
condensateur 72 sans l'intervention d'une etape de dessin. Dans un mode de 
realisation, le bloc de diode 78 comprend une couche p+, une couche 
sensiblement intrinseque, et une couche d'a-Si n+. Dans une variante de mode 
de realisation une quatrieme couche de contact superieure conductrice 
transparente (non montree) fait partie du bloc de diode 78. Dans un mode de 
realisation, le contact superieur de diode peut comprendre notamment un 
conducteur transparent comme de l'oxyde d'etain et d'indium (ITO). Le bloc de 
diode 78 et dessine et grave. Le meme masque peut etre utilise pour d'abord la 
gravure humide, ou en variante, la gravure seche du contact superieur de 
diode, puis la gravure seche du bloc de diode 78. En variante, deux etapes de 
masquage separees peuvent etre utilisees pour definir le contact superieur de 
diode, plus petit que le bloc de diode 78, suivi par le dessin et la gravure du 
bloc de diode 76. 
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La couche de materiau semi-conducteur 90, la couche dielectrique 92, 
et la seconde couche metallique 94 sont dessinees et gravees pour former un 
bloc de TFT 60 et une partie 96 d'un condensateur de stockage 68. Le 
processus de gravure s'arrete quand la premiere couche metallique 56 est 
5 contactee. Dans un mode de realisation, le bloc de TFT 60 comprend une 
electrode de grille de TFT 62 qui est sensiblement coplanaire avec la seconde 
electrode de condensateur 72 et formee dans la m&ne etape du processus a 
partir de la meme metallisation, une couche dielectrique de TFT 64 qui est 
sensiblement coplanaire avec la couche dielectrique de condensateur 74 et 

10 formee dans la meme etape du processus a partir des mSmes couches deposees, 
et une couche de materiau semi-conducteur de TFT 66 qui est sensiblement 
coplanaire avec la couche de materiau semi-conducteur 76 et formee dans la 
meme etape du processus et a partir du mSme materiau semi-conducteur. Dans 
un mode de realisation, l'electrode de grille 62 facilite le blocage de la lumiere 

1 5 venant d'une region de TFT active. 

Les figures 8 et 9 sont des vues en coupe d'une partie de pixel 34 
montree sur la figure 3 pendant respectivement les quatrieme et cinquieme 
6tapes de fabrication suivantes. Pendant la fabrication une couche de 
passivation 100 est deposee au-dessus du pixel 34. La couche de passivation 

20 100 est gravee pour exposer le bloc de diode 78, la seconde electrode de 
condensateur 72, et l'electrode de source 50. Dans un mode de realisation, 
l'epaisseur de la couche de passivation 100 a entre approximativement 
0,5 microns (urn) et approximativement 1,5 urn d'epaisseur. Dans un autre 
mode de realisation, la couche de passivation 100 a approximativement 1 um 

25 d'epaisseur. Dans encore un autre mode de realisation, la couche de passivation 
100 a entre approximativement 0,8 um et approximativement 1,2 um 
d'epaisseur. La couche de passivation 100 comprend, notamment, du nitrure de 
silicium et de l'oxyde de silicium. La couche de passivation 100 facilite la 
protection d'une pluralite de parois laterales de diodes 102 contre les 

30 deteriorations chimiques et mecaniques lors du traitement qui suit. La couche 
de passivation 100 est gravee et une troisieme couche metallique 104 est 
deposee sur le pixel 34 pour former un trou ^interconnexion commun 82 et un 
trou ^interconnexion de source 84. Un trou ^interconnexion commun 82 et un 
trou ^interconnexion de source 84 sont formes en une etape de gravure pour 
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fournir un passage d'acces a travers une partie de la couche de passivation 100 
(c ! est k dire que le trou ^interconnexion commun 82 et le trou 
^interconnexion de source 84 sont entoures de tous cotes par les parties 
restantes de la couche de passivation 100) de telle manifcre que le contact 
5 eiectrique peut etre fait avec les composants sous-jacents. Finalement, une 
couche dielectrique d'arret (non montree) est deposee au-dessus du pixel 34, 
dessinee et gravee, pour exposer des plots de contact a des lignes de balayage 
32 (montrees sur la figure 2), a des lignes communes 40 (montr^es sur la 
figure 2), et a des lignes de donn6es 30 (montrdes sur la figure 2) sur un bord 

10 du r&eau 18 (montre sur la figure 2), La couche dielectrique d'arret peut 
comprendre, notamment, du nitrure de silicium. 

La figure 10 est une vue en coupe, d'une variante de mode de 
realisation, d'une partie d f un pixel 34 d f un detecteur de rayonnements. Les 
couches dielectriques et semi-conductrices sont deposees par depot chimique 

15 en phase vapeur assiste par plasma (PECVD). Dans un mode de realisation, 
une couche d'oxyde d'etain et d'indium (ITO) 200 est d6posee en une seule 
etape de masquage sur le substrat 202. Dans un mode de realisation, une fine 
couche d'a-Si n+ est utilisee pour former un contact ohmique. Un contact 
ohmique facilite la fourniture de porteurs de charges k un semi-conducteur a 

20 une vitesse determinee par le transfert de charges a travers le semi-conducteur 
et non par les proprietes du contact lui-meme, ainsi, le courant est limite par la 
conductivite du semi-conducteur et non par le contact. La couche d'lTO 200 
est dessinee et gravee pour exposer les electrodes de source/drain 204, 206, et 
la premiere electrode de condensateur 208. L'electrode de source 204 et 

25 l'electrode de drain 206, sont traitees sdlectivement avec un dopant de silicium 
(non montre) comme, par exemple, du plasma de phosphine, avant de deposer 
une couche d'a-Si. Le dopant de silicium reagit avec une electrode de source 
204 et une electrode de drain 206 pour incorporer seiectivement un materiau 
luminescent 210 sur la surface de reiectrode de source 204 et de l'electrode de 

30 drain 206, et modifier ainsi le comportement eiectrique des TFT 28 (montres 
sur la figure 2) et ameliorer le contact ohmique entre les electrodes de 
source/drain 204, et 206. 

Dans un mode de realisation typique, le pixel 34 peut etre fabrique 
suivant les etapes de fabrication decrites ici, et bloquer efficacement la lumiere 
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incidente venant du haut de la region de TFT active. Dans ce type ^application 
la source principale de lumiere provient du scintillateur a rayons X sur le haut 
du r£seau 22. En outre, le pixel 34 comprend les ameliorations suivantes. La 
structure de TFT facilite un rendement ameliore parce qu r elle a un canal arriere 
5 bien passive. Le pixel 34 comprend aussi un condensateur 68 avec jusqu'a 
approximativement trois fois la capacite de stockage de la capacite propre 
d f une diode PIN a a-Si typique. Un dielectrique de croisement de lignes de 
donnees/balayage est un dielectrique epais qui est aussi utilise pour passiver la 
paroi laterale de diode 102, et reduire la capacity de croisement et le piegeage 

10 de charge de croisement. Le dielectrique de passivation de diode peut etre 
epais et optimise pour la fonction de passivation, et aussi fonctionner comme 
un dielectrique inter-niveaux. Le sandwich FET (Si intrinseque, dielectrique de 
grille, metal de grille) et les couches de diode PIN peuvent etre disposes 
s6quentiellement sans faire intervenir des etapes de nettoyage ou de dessin. La 

15 couche epaisse de passivation de diode adoucit les redans de bus d f electrode 
commune sur la paroi laterale de diode 102. L'arret de gravure de contact 
metallique de fond pour l'ilot de diode peut 6tre un metal fin comme du 
chrome parce qu'il n'a pas besoin de fournir un chemin de resistance moindre 
vers les bords du r6seau pour les lignes de balayage et de donn6es. L'utilisation 

20 d ! un metal fin comme le chrome elimine le besoin d'une metallisation plus 
epaisse et plus complexe comme un metal de grille Cr/Mo/Cr utilise dans un 
processus anterieur de masque reduit. La troisieme couche metallique 104, qui 
forme la ligne de donnees 30 et le trou ^interconnexion commun 82, peut etre 
epaisse puisqu'elle ne forme pas Tespace source-drain du TFT, facilitant ainsi 

25 une reduction de la resistance de la ligne de donnees 30. Finalement, le fil 
^interconnexion du pixel 30 peut Stre sur le niveau superieur du pixel 30 
simplifiant la reparation et le retraitement. 
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REVENDICATIONS 

1 . Detecteur de rayonnements (18) comprenant : 

un transistor a couches minces (TFT) a grille superieure (28) 
comprenant une electrode de source (50), une Electrode de drain (52), une 
electrode de grille (62), une couche dielectrique de TFT (64), une couche 
semi-conductrice de TFT (66), et une couche de silicium amorphe (a-Si) 
intrins&que (58) ; et 

un condensateur (68) comprenant une premiere Electrode (54), une 
seconde electrode (72) sensiblement coplanaire avec ladite electrode de grille, 
et un dielectrique de condensateur (70), ledit dielectrique de condensateur 
comprenant une couche dielectrique de condensateur (74) sensiblement 
coplanaire avec ladite couche dielectrique de TFT, une couche semi- 
conductrice de condensateur (76) sensiblement coplanaire avec ladite couche 
semi-conductrice de TFT, et une couche d'a-Si de condensateur sensiblement 
coplanaire avec ladite couche d'a-Si de TFT. 

2. Detecteur de rayonnements (18) selon la revendication 1 dans lequel 
ledit detecteur de rayonnements comprend en outre une diode (78) 
eiectriquement couplee au dit condensateur (68). 

3. Detecteur de rayonnements (18) selon la revendication 2 dans lequel 
ledit TFT (28) comprend en outre un trou ^interconnexion de source (84) 
eiectriquement couple a ladite electrode de source (50) et un trou 
^interconnexion commun (82) electriquement couple a ladite diode (78). 

4. Detecteur de rayonnements (18) selon la revendication 1 dans lequel 
ladite electrode de drain (52) et une ligne de donnees (30) sont form£es 
unitairement, ladite electrode de grille (62) et une ligne de balayage (32) sont 
form6es unitairement, ledit trou ^interconnexion commun (82) et une ligne 
commune (40) sont formes unitairement. 

5. Detecteur de rayonnements (18) selon la revendication 1 dans lequel 
ladite electrode de source (50), ladite electrode de drain (52), et ladite premiere 
electrode de condensateur (54), comprennent un materiau chrome, ladite 
couche dielectrique de condensateur (74) et ladite couche dielectrique de TFT 
(64) comprennent du nitrure de silicium, ladite couche semi-conductrice de 
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condensateur (76) et ladite couche semi-conductrice de TFT (66) comprennent 
du silicium amorphe intrinseque, ladite couche d'a-Si de condensateur (58) et 
ledit a-Si de TFT comprennent du silicium amorphe intrinseque dope n. 

6. Detecteur de rayonnements (18) selon la revendication 1 dans lequel 
ladite couche d'a-Si de condensateur (58) et ladite couche d'a-Si de TFT ont 
chacune approximativement 400 angstroms (A) d'epaisseur, ladite couche 
semi-conductrice de condensateur (76) et ladite couche semi-conductrice de 
TFT (66) ont chacune approximativement 500 angstrdms (A) d'epaisseur, 
ladite couche dielectrique de TFT (64) et ladite couche dielectrique de 
condensateur (74) ont approximativement 2500 angstroms (A) d'epaisseur. 




FIG. 2 
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FIG. 5 
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